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 導電性高分子は有機 EL 材料やフレキシブルな有機半導体材料として注目されており、プリンテッドエ
レクトロニクスと組み合わせることで様々な電子デバイスを安価に大量生産出来る可能性を秘めている物
質である。P3HT(poly[3-hexylthiophene])は導電性高分子の中でも特に注目されている物質であり、同じ
く導電性高分子材料である PCBM([6,6]-phenyl-C61-Butyricacidmethylester)とのブレンドによる有機薄
膜太陽電池の研究が精力的に行われている。またP3HTは薄膜の作製条件により結晶の配向に異方性が生
じ、それに伴いキャリア移動度が大きく変化する。さらに、有機薄膜電界効果トランジスタや有機薄膜太
陽電池などの有機デバイスは有機薄膜/有機薄膜界面、無機/有機薄膜界面など様々なタイプの界面構造を有
しており、様々な種類の相互作用の影響を受けている擬二次元系である。従って、界面領域における分子
間相互作用や分子内相互作用がP3HT薄膜の結晶性、配向性、表面モルフォロジーにもたらす影響を調査
することは応用の観点において非常に重要である。 
 本研究では、Si(100)基板、Si(100)基板を親水処理したいわゆるSiOH基板や、ソフト絶縁膜であるPVPh
薄膜、C 末端基板である 4H-SiC(0001)基板など様々な基板上に P3HT 薄膜を作製し、昇温・アニール・
降温に伴う結晶性、配向性の変化を微小角入射広角X線散乱(GIWAXS)により観察することで、P3HT薄
膜の熱的挙動と基板効果の調査を行った。さらに昇温実験前後の表面モルフォロジーの変化を原子間力顕
微鏡(AFM)やX線反射率法によって調査した。これらの基板を選択した理由は色々存在するが、特にC末
端基板は次世代電極材料として注目されるグラフェン上のP3HT薄膜の結晶性、配向性変化を捉えるモデ
ル系となることが期待される。 
 実験の結果、昇温実験前は全ての基板上でEdge on配向とFace on配向と呼ばれる配向が存在していた
のに対して、昇温実験後はEdge on配向のみの薄膜が形成された(図)。また、その結晶性は基板によって
明瞭な差異が生じた。C 末端基板の試料では昇温実験後、異方性の低下と膜表面モルフォロジーの大幅な
乱れが確認された。類似の現象がP3HTバルク膜でも観察されることから、C末端基板とP3HT薄膜との
相互作用が低いことが原因でこのような現象が生じたと考えられる。 
 
図. 各基板上のP3HT薄膜における昇温実験前後のGIXD(out of plane)プロファイル 
